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20V, 17mΩ, 6A, N 沟道 MOS 场效应管

1.特点

 超低电阻

 优越的开关特性

 理想的锂电池应用

 封装形式：TSSOP8

2.Applications

 电源开关

 切换负载

TSSOP8
引脚

VDS RDS(on) Typ. IDMax.

20V
17mΩ @ 4.5V

6A
21.5mΩ @ 2.5V

电路结构图

3.包装印字和订购信息

产品名称 印字 封装形式 颗/盘 颗/箱

WP8205AT8 8205A TSSOP8 5,000 80,000

4.最大额定值（Ta=25℃，除非另有说明）

参数 符号 值 单位

漏源电压 VDSS 20 V

栅源电压 VGSS ±12 V

漏极电流 ID 6 A

漏极脉冲电流, PW≤300μs IDP 25 A

最大功耗 PD 1.5 W

最大结温 Tj 150 ℃

储存温度 Tstg -55 to +150 ℃

注：超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备。如果超过这些限制中的任何一个，则不应假定设备功

能正常，可能会发生损坏，可靠性可能会受到影响。
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5.热阻特性

参数 符号 值 单位

结环热阻(注) RθJA 83 ℃/W

注:安装在1英寸方铜板上时，t≤10sec。任何给定应用中的值取决于用户的具体电路板设计。

6.静态电特性 （Ta=25℃，除非另有说明）

参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位

漏源击穿电压 V(BR)DSS ID = 250μA, VGS = 0V 20 21 V

漏源漏电流 IDSS VDS = 20V, VGS = 0V 100 nA

栅源漏电流 IGSS1 VGS = ±12V, VSS = 0V ±100 nA

栅极阈值电压 VGS(th) VDS=VGS, IDS=250μA 0.5 0.7 1.1 V

导通电阻 RDS(on)

ID = 6A, VGS = 4.5V 17 21 mΩ

ID = 3A, VGS = 2.5V 21.5 27 mΩ

正向跨导 GFS ID =4.5A, VDS = 5V 10 S

输入电容 Ciss
VGS=0V,
VDS=10V,
Frequency=1.0MHz

900 pF

输出电容 Coss 220 pF

反向传输电容 Crss 100 pF

开启延迟时间 td(on)

VDD = 10V, ID= 1A,
VGS = 4.5V, RG = 6Ω

10 ns

开启上升时间 tr 11 ns

关断延迟时间 td(off) 35 ns

关断下降时间 tf 30 ns

总栅极电荷

Qg
VDS = 10V,
VGS = 4.5V,
ID = 6A

12 nC

Qgs 2.5 nC

Qgd 1.5 nC

源-漏正向导通电压 VFSD IS= 4A, VGS = 0V 0.4 0.8 1.0 V

注：除非另有说明，否则产品参数性能在所列测试条件的电气特性中说明。如果在不同条件下操作，电气特性

可能无法指示产品性能。



WP8205AT8

Rev.1.1 WAN SEMICONDUCTOR (NINGBO) CO.,LTD 3

7.典型特性曲线

功耗曲线 电流额降曲线

输出特性 导通电阻

转移特性 导通电阻 vs. 温度特性
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沟道电阻 vs 栅源电压 电容特性

栅极电荷特性 源漏二极管正向特性

最大安全工作区域
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归-化最大瞬态热阻
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8.封装信息
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9.免责声明

万芯半导体（宁波）有限公司保留对其半导体产品和服务进行修正、改进和其他变更的权利，并有权停止任

何产品或服务。买方在下订单前应获取最新的相关信息，并应核实这些信息是最新的和完整的。所有半导体

产品(在此也称为“组件”)的销售均遵循万芯在确认订单时提供的销售条款和条件。

根据万芯半导体产品销售条款和条件的保证，万芯保证其组件的性能符合销售时适用的规格。在万芯认为必

要的范围内使用测试和其他质量控制技术来支持本保证。除适用法律规定外，不必对每个部件的所有参数进

行测试。

万芯对买方产品的应用协助或设计不承担任何责任。买家对使用万芯组件的产品和应用程序负责。为将与买

方产品和应用相关的风险降到最低，买方应提供充分的设计和操作保障。

万芯组件不被授权用于FDAIII类(或类似的生命攸关的医疗设备)，除非双方授权官员已执行专门管理此类使用

的特别协议。

除非万芯已明确指定某些符合ISO/TS16949要求的部件，主要用于汽车使用，否则万芯对此类部件未能满足

此类要求的任何故障概不负责。


	1.特点
	2.Applications
	3.包装印字和订购信息
	4.最大额定值（Ta=25℃，除非另有说明）
	5.热阻特性
	6.静态电特性 （Ta=25℃，除非另有说明）
	7.典型特性曲线
	8.封装信息
	9.免责声明

